
 

 

 
Fig.1. Band diagram of n-GaN contacted with 

KOH + K2S2O8 electrolyte. 

 
Fig.2. log I–V plots of n-GaN electrode measured 

in [A] KOH and [B] KOH+K2S2O8. 
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1. はじめに 

 半導体のウェットエッチングでは、適切な酸化剤の選択とベース溶液（酸・アルカリ）の混合

比が、エッチング速度や平坦性に大きな影響を与える。ペルオキソ二硫酸イオン(S2O8
2-)は、過酸

化水素（H2O2）と比べてより強い酸化剤として作用し[1]、窒化ガリウム (GaN) に対してもその

有効性が報告されている[2]。この系において、S2O8
2-イオンの還元あるいは光励起（λ<310nm）

により生成する硫酸イオンラジカル（SO4
-・）は、GaN 表面の直接酸化に利用されることもあり、

その濃度制御は重要である。本研究では、GaN のウェットエッチングにおける S2O8
2-イオンと

SO4
-・ラジカルの働きを明らかにすることを目的とし、GaN 電極の電気化学特性を調査した。 

2. 実験方法 

 n 型 GaN 基板上に MOVPE 結晶成長した n-GaN 層 (ND = 5×1016 cm-3) を、電気化学測定用の

GaN 電極として用いた。電解液として 0.01 M の水酸化カリウム (KOH)水溶液 [電解液 A]と、0.01 

M KOH に 0.05M K2S2O8水溶液を 1:1 の割合で混合した溶液 [電解液 B]の２種類を用いた。容量-

電圧（C-V）測定から、GaN のフラットバンド電位（Vfb vs. Ag/AgCl）を評価した。また、S2O8
2-

イオンの添加の有無によるキャリア輸送過程の変化を、電流-電圧（I-V）測定により評価した。 

3. 結果および考察 

 n-GaN と溶液を接触させると、接触電位差により

電位障壁が形成される（Fig.1）。C-V 測定の結果、 [電

解液 A]（pH=11.6）および[電解液 B]（pH=11.4）と

の接触により発生する Vfb vs. Ag/AgCl は、それぞれ

1.29V と 1.24V であった。２つの電解液中で測定し

た n-GaN 電極の I-V 特性（logI-V プロット）を、Fig.2

に比較して示す。どちらの電解液中でも、n-GaN 障

壁に起因する整流性が観測された。[電解液 B]にお

いて dark で観測される順方向電流は、[電解液 A]と

比較して１〜２桁増大した。また、立ち上がり電圧

が低バイアス側へシフトし、２段階の還元反応が観

測された。これは、[電解液 B]の S2O8
2-イオンが電子

受容体として働き、水の還元反応[①]に加えて S2O8
2-

イオンの還元反応 [② ]が付与されたためである

（Fig.1 反応式）。また、どちらの電解液においても、

光照射の有無で順方向電流の値は変化しなかったが、

平衡電位より正側（V > −1.0V）で電流の増大（光電

流）が観測された。また [電解液 B]では、照射光波

長:  = 250nm で得られる光電流値は、 = 360 nm と

比べて大きく減少することが分かった。[電解液 B]

中の S2O8
2-イオンが UVC 光を吸収し、SO4

-・ラジカ

ル濃度が増大したことが示唆される。 
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